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富士通研究所では、カーボンナノチューブの研究を 2000 年ごろから開始し、2007 年ごろから

は、グラフェンの研究にも取り組んできた。最近では、遷移金属ダイカルコゲナイドなどの二次

元材料のほか[1]、グラフェンを細くしたグラフェンナノリボン(GNR)のボトムアップ合成にも取

り組んでいる[2,3]。当初は、大規模集積回路（LSI）の配線応用に主として取り組み[4-6]、その後、

放熱[7]、トランジスタ[8-10]、センサ応用など[1,11]、各種応用を検討してきた。ナノカーボン材

料の研究を開始して約 20 年、グラフェンに関しては 10 年を超えるが、その間に社会は大きく変

貌し、また弊社を取り巻く状況、また弊社自体も大きく変わってきた。 
本講演では、これまでの我々のグラフェンを含むノカーボン材料、二次元材料への取り組みを

紹介すると共に、今後の展望について概説する。例えば図１は、トップダウンで作製した、8nm
幅の多層グラフェン配線の走査電子顕微鏡像である[6]。銅配線を凌駕するような低い抵抗と、高

い信頼性を示した。また図 2 に示したのは、最近ボトムアップ合成に成功した、17 つのダイマー

ラインを持つアームチェアエッジ GNR（17-AGNR）の操作トンネル顕微鏡像、非接触原子間力顕

微鏡像である[3]。17-AGNR は孤立した状態で約 0.6eV とゲルマニウムに近いバンドギャップを持

ち、有効質量も小さいことが確認された。 
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Fig. 1 Scanning electron microscope 
image of an 8-nm-wide multilayer 
graphene interconnect 

Fig. 2 (a) Scanning tunneling microscope image 
and (b) non-contact atomic force microscope 
image of 17-AGNR 
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